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セル間距離のバランスシートを示した。特に、10nm直径の p-MTJアレイにおいてセル間距離を 15 nmに設計することで、スイッ













度化と高速動作化を実現するための 10nm 世代のアレイ設計指針に加え、設計の基礎となる p-MTJ 素子の反転過渡特性にかかるセ
ル間干渉現象について、世界に先駆けて解明したものである。 
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